kel, mind pedig karakterisztikamene-
tiikkel meghatarozhatok. Azaz e ha-
rom jellemz6 valamelyikét megadva,
a masik kettdre is kovetkeztetiink. Az
adatlapokon valo tajékozodast igen
megneheziti, hogy a gyarték a karak-
terisztikakat kiilonb6z6 helyzetek-
ben, linearis vagy logaritmikus skala-
val abrazoljak. Gyakran elhagyjak a
polaritasjeleket, a rajzjeleken a nyila-
kat, mas - vagy éppen semmilyen —
rajzjelet nem alkalmaznak és gyak-
ran a megnevezések is hianyosak. Es
- barmilyen hihetetlen - esetenként
az adatlapok szerkeszt8i is dsszeke-
verik a jellemzGket; erre szamos pél-
daval rendelkeziink! Az is eléfordul,
hogy az adatlap alapjan nem is sike-
riil csoportjainkba sorolni a gyart-
manyt.

A FET-ek kivezetései a kovetkezGk
lehetnek:
SOURCE; jele S.
A tranzisztor emitteréhez, illetve az
elektroncsé katodjahoz hasonlithato,
amennyiben ehhez viszonyitva torté-
nik a vezérlés. Polaritasra nem kévet-
keztethetiink e megnevezésbél.
DRAIN; jele D.
A tranzisztor kollektorahoz, illetve
az elektroncs§ anddjahoz hasonlitha-
to. Polaritasra ebb68l sem kovetkez-
tethetiink.

Az S és D kozott folyik a vezérelt
aram.

GATE; jele G

A tranzisztor bazisahoz, illetve az
elektroncsé racsahoz hasonlithato
vezérlGelektroda.

SUBSTRAT; jele a BULK (=témeg)
megnevezesbdl B. Ez a kristalylapka
kivezetése, amelyen a FET-et kialaki-
tottak. Szamos esetben az S-re van
kapcsolva. (A vertikalis és DMOS
valtozatoknal ez a potencial azonos
az S potencialjaval kiilén kivezetés-
sel nem rendelkezik. Réteg FET-ek-
nel sincs kiilén S-potencial.)

CASE; jele C

Fémtokozasu tranzisztoroknal a tok
kiilon kivezetésének a jele. Nagyfrek-
vencias tipusoknal kiilénésen gyako-
ri.

FET-csoportok

Zaroréteges, n-tipusi, kiiiritéses
FET-ek

Torténelmileg is ezt a csoportot il-
leti az els6bbség; ezt a valtozatot
gyartottak eldszor a 60-as évek elején
kifejlesztett planar/epitaxialis tech-
nolégiaval. Nagyfrekvencias valtoza-
tainal a G gyakran két kivezetéssel
rendelkezik. Kiilonleges kivitelként
megemlithetjik az  INTERSIL

2. abra
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3. abra
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IT500-as sorozatat, amelynek példa-
nyaiban négy tranzisztor paronként
kaszkadba van kapcsolva (1. abra).

Ebbe a csoportba tartozik a vezé-
relhet6 ellenallasnak nevezett VCR
(=Voltage Controlled Resistor)
gyartmanyok tobbsége is; quad val-
tozatban is kaphatok. Es ugyanide
sorolandék a galliumarzenid alapu
MESFET (=Metal-Silicon FET,
fém-félvezets; azaz Schottky-diodas)
gyartmanyok is. Ezek korszerd pél-
danyai mar néhanyszor 10 GHz-es
tartoméanyban is mikodnek. Kiszaju,
nagyfrekvencias GaAs eszkozoket je-
161 a HITACHIL, ..High Electron Mo-
bility Transistor” - HEMT, vagy
HEMTFET - megnevezése is.

A csoporthoz tartozo karakteriszti-
kakbol jol lathatd, hogy a karakte-
risztikAk menete a triodakéhoz ha-
sonlé. Két ilyen tranzisztor felhasz-
nalasaval (2. abra) pentoda karakte-
risztikajo eszkozok is készitheték.
Ilyen gyartmanyt jelsl a TELEDY-
NE Co FETRON megnevezése is. A
70-es években forgalomba hozott 7
csapos miniatilir elektroncséves fog-
lalatba dughato tipusai alkalmasak a
12AT7, 6AKS stb. elektroncsévek he-
lyettesitésére. Erdsitésiik azonban
egy nagysagrenddel jobb, mint az
elektroncsoveké.
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